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トランジスタに比べて高いため、論理回路の負荷は高い抵 ＣＭＯＳインバ－タについて論理しきい値を考察して
抗が要求される。同じ抵抗値を得るのに拡散層やポリシリ みる。通常のＣＭＯＳインバ－タはノイズマ－ジンを最
コンを使うよりＭＯＳを使ったほうがはるかにパタ－ン面 大にとるため、電源電圧の1/2のところに論理しきい値を
積が少なくて済むため、初期のころはよく使われていた。 設定してある （図１４参照）。
図８にＥ／Ｅ形インバ－タの回路を示した。この回路は しかしＴＴＬからの信号を受けるにはＴＴＬの信号の
負荷ＭＯＳを飽和領域で動作させるため飽和形とも言われ Ｈ，Ｌの判別ができなければなりません。そのためには
ている。このインバ－タのＨレベル出力は、 ＴＴＬのＶ とＶ の中間にＣＭＯＳインバ－タの論理OH OL

Ｖ Ｖ －Ｖ しきい値が設定されていればよい。その値はOUT CC thN＜
で制限がある （図９の動作特性を参照） 論理しきい値Ｖ ＝（2.4 ＋ O.4）/2 ＝1.4〔Ｖ〕。 thC

この欠点を改善するため負荷ＭＯＳのゲ－トをＶ に結 ノイズマ－ジンはゲ－ト入力にノイズが印加されてもCC

線しないで別電源（Ｖ ）をゲ－トに印加する回路もある。 出力が変動しない入力電圧の許容度をさす。論理ゲ－トGG

負荷ＭＯＳのゲ－ト電圧＝Ｖ 〉Ｖ －Ｖ 回路の動作信頼性を確保するには、設計上ノイズマ－ジGG CC thN

にすることによりＶ レベルまで出力できる。 ンを大きく設定する必要がある。CC

→非飽和形Ｅ／Ｅインバ－タ
Ｖ
5.0 TTL → CMOS

● 論理しきい値が1/2に設計Ｅ／Ｅ／Ｅ／Ｅ／ＤＤＤＤ形イ形イ形イ形インンンンババババ－－－－タタタタ
負荷ＭＯＳにエンハンスメントＭＯＳでなく、デプレッ されていると、ＴＴＬ信号
ションＭＯＳを使ったインバ－タをＥ／Ｄ形インバ－タと は全てＬ信号と認識される
呼ぶ。 回路は図１０に示した通りＥ／Ｅ形と同じ回路に
なっている。 2.5
図１１を見てわかる通り動作のほとんどが、定電流領域 2.4
である。高速，高集積用として使われており、Ｅ／Ｅ形に
比べて負荷電流が多くとれる。そのためタ－ンオフの時間 1.4
が短く高速化できる。
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Ｖ 特性OUT

ＶIN
Ｖ 小 ＣＭＯＳインバ－タの論理しきい値は入力と出力が等しIN

しい電圧として計算できる。
VCVCVCVCCCCC Ｖ ＝Ｖ ＝ＶIN OUT thC

００００ したがって Ｖ －Ｖ 〈Ｖ が成り立つのでGS th DS

００００ Ｌ出Ｌ出Ｌ出Ｌ出力力力力 ＨＨＨＨ出出出出力力力力 VDVDVDVDSSSS ＰＭＯＳ，ＮＭＯＳ共に飽和領域にある。
ＮＭＯＳの電流式Ｉ はDSN
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● ＝1/2・β （Ｖ －Ｖ ） ③ＣＭＣＭＣＭＣＭＯＯＯＯＳイＳイＳイＳインンンンババババ－－－－タタタタ N thC thN
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負荷としてエンハンスメントのＰＭＯＳを使い、ゲ－ト
を駆動ＭＯＳと共通にして入力とし、ドレインを共通にし ＰＭＯＳの電流式Ｉ はDSP
て出力とする （図１２を参照） Ｉ ＝1/2・β （Ｖ －Ｖ ）。 DSP P GS thP

2

ＣＭＯＳインバ－タが動作するためには次の条件を満た ＝1/2・β （Ｖ －Ｖ －Ｖ ）P IN CC thP
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す必要がある。 ＝1/2・β （Ｖ －Ｖ －Ｖ ） ④P thC CC thP
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Ｖ ＋｜Ｖ ｜≦ＶthN thP CC

入力電圧をＶ ～ＧＮＤの間で可変すると、ＰＭＯＳと Ｉ ＝－Ｉ であるので③④式よりCC DSN DSP

ＮＭＯＳの相補特性でどちらかのＭＯＳがオフしており、
図１３に示した通り定常状態でほとんど電流が流れない。 Ｖ √β Ｖ ＋√β （Ｖ ＋Ｖ ） ⑤thC N thN P CC thP＝＝＝＝
低消費電力デバイスとして、脚光をあびておりＭＯＳデバ √β ＋√βP N

イスの主流としてその地位を固めている。
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